


多子的扩散运动

内电场

少子的漂移运动

浓度差

    扩散的结果使
空间电荷区变宽。

空间电荷区也称 PN 结 
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PN 结变窄
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    内电场被加
强，少子的漂
移加强，由于
少子数量很少，
形成很小的反
向电流。IR – +





阴极引线

阳极引线
二氧化硅保护层
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( c ) 平面型
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阴极引线

外壳
( a  )  点接触型

铝合金小球

N型硅

阳极引线

PN结

金锑合金
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阴极引线

( b  ) 面接触型

半导体二极管的结构和符号 
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( d   )   符号
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反向击穿
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反向特性
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定性分析：判断二极管的工作状态
导通
截止

    若二极管是理想的，
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晶体管的结构

(a)平面型； (b)合金型
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晶体管电流放大的实验电路 
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符合基尔霍夫定律
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(a) NPN 型晶体管；
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电流方向和发射结与集电结的极性

(b) PNP 型晶体管
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    即管子各电极电压与电流的关系曲线，是管子

内部载流子运动的外部表现，反映了晶体管的性能，

是分析放大电路的依据。

  重点讨论应用最广泛的共发射极接法的特性曲线



共发射极电路

输入回路 输出回路
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3DG100晶体管的
输入特性曲线
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     共发射极电路
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IB =0

3DG100晶体管的输出特性曲线

     在不同的 IB下，可得出不同的曲线，所以晶体管

的输出特性曲线是一组曲线。
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    晶体管有三种工作状态，因而输出特性曲线分为

三个工作区

3DG100晶体管的输出特性曲线
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IB =0 对 NPN 型管而言, 应使

 UBE > 0, UBC< 0，此时，
 UCE > UBE。
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对NPN型硅管，当

UBE<0.5V时,   即已

开始截止, 为使晶体

管可靠截止 ,   常使 
UBE 0。截止时, 集
电结也处于反向偏

置(UBC< 0),此时, 
 IC 0, UCE UCC 。

IB = 0 的曲线以下的区域称为截止区。

IB = 0 时, IC = ICEO(很小)。(ICEO
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      IC  UCC/RC 。

     当 UCE < UBE 时， 集电结处于正向偏置(UBC > 0)，
晶体管工作于饱和状态。



晶体管三种工作状态的电压和电流

(a)放大
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(b)截止
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        当晶体管饱和时， UCE  0，发射极与集电极之

间如同一个开关的接通，其间电阻很小；当晶体管

截止时，IC  0 ，发射极与集电极之间如同一个开关

的断开，其间电阻很大，可见，晶体管除了有放大

作用外，还有开关作用。
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  管    型

晶体管结电压的典型值

主要参数
    表示晶体管特性的数据称为晶体管的参数，晶

体管的参数也是设计电路、选用晶体管的依据。
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半波整流波形图

半波整流电路

       通过计算可知，整流出来的直
流电压平均值uL的大小为

UL=0.45U2
式中UL为输出电压uL的有效值，U2为变压器二次侧电压。
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